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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ワイドギャップ半導体中ドーパントの活性・不活性サイトの原子構造、電子状態を
明らかにすることを目的として、硬X線光電子分光分析装置及び温度可変型粉末X線
回折装置を利用した。

実験
Experimental

温度可変型粉末X線回折装置を用いてワイドギャップ半導体の構造、硬X線光電子分
光分析装置を用いてワイドギャップ半導体中ドーパントの電子状態の測定を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Siドープk-Ga2O3中Siドーパントの原子構造、電子状態を明らかにすることを目的と
して、温度可変型粉末X線回折装置を用いてワイドギャップ半導体の構造、硬X線光
電子分光分析装置を用いてSiドープk-Ga2O3中Siドーパントの電子状態の測定を行っ
た。Siドープk-Ga2O3はSiO2に似た電子状態を有している事がわかった。また、格
子間にSiが入った場合SiOに似た電子状態、SiとO原子が置換した場合、Siは金属的
な状態をとるがSiドープk-Ga2O3はSiO2に似た電子状態を有していることからSi
はGaと置換した原子位置に入ることがわかった。
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